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Fiz. 61 Eficiencia de tres superficies sere:tivas reales: cromo neg

nHA v uma plintura negra a base de Cr , en funcifn de la is
sidad incidente sobre el receptor. Ti es 1a iz eratura inicial del)
do, To, la temperaturs fimal v T s’ la temperatura equivalente de l&
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Fig, 2: Eficiencia de tres superficies celectivas en funcién de
dad incidente sobre al receptor (I_xC). T, es la tempe
cial del Fluido, Tf, la temperatura Final ¥ T, la’ temperatura &

de la atmosfera.
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g+ forte esguemdtico de una superficie selectiva que consta,
mente, de un semiconductor sobre un metal. Las capas 50k
-nrductor actian como sistema antirreflectante. Las capas entre &
o' meta! y entre Sste y e| semiconductor actian como barreras

ta 41Fygidn. De HAef, &,
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Tabla 2
Constantes Spticas de superficies selectivas

para alts temperatura

Composicién :Ir: :E: ?:aﬁ @ (T[] b) e (Tle]) Tmé.:}
Ged] EG 0,91 0,5 (3s0) 1
)
PRg EV 0,98 0,3 (300) | 300
0,72 (20} 0,068 (20)
5{0_-5§ N,=Si-Ag DFV E50
€3 0,75 (s00) | 0,06 (500)
Cry0y prnturaE] 0,98 0,9 (so0) | =00
0,95 0,2  {3s0) | 350
0,93 0,12 (1p0) | 450
ErlD?-Hfﬁl DE 0,98 0,21 (300} | 350
{eromo negro) 0,87 0,03 (50)
100
0,892 0,08 (50])
0,85 0,11 (500)
A1 0_-Ma=A1_0 EV 300 3
23 3 0,95 o,k  (350)

&) Las abreviaturas utilizadas corresponden a las siguientes técnicas
depdsite: EG, evaporacidn en medio gaseoso; EV, evaporacidn al =
DFY, depdsito en fase vapor; OF, depdsito electrolltics,

B) En la bibllografia consultada, en general, no se especifica & qué.
ratura corresponde la absorbancia solar calculada.

¢) Temparatura mixima de estabilidad.

2} En la referencia correspondiente no se especifica el sustrato.

€} Plntura a base de s[licona provista por Tradename, Tempil Co., So.
Flainfiaeld, NJ D7080.

4] Existen cromados negros comerciales con propiedades Spticas v de es
lidad apropiadas. Se puede citar, por ejemplo, el Harshaw Chamical
Black Chrome (Raf. 3).
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Tabla 1

Ahsorbancia selar tedrica

EI_:| Eapa5 "3-‘.' Bhsarbhancia
emi conductor Espesor  anatirreflectantes salar
{um) :

S50 x 5:3H‘|+ 6,52
51 3 210,51 4N 6,52
3 3 ST,Ny 0,6
51 12 ".:"le!ﬂl:‘l 0,66
Ca 1 sr3Hh 0,76
Ge i EEDE_5i3H1I| 0,77
Ge 3 Si M, 0,78
Gz 3 '5['32'553”“ 0,80
Ge B SiEHh n,78
Ge f $10,-51 4N, n,B0
51 y Ge 2 y.D:5 Iy capasd} 0,83

todos los sistemas de mul ticapas estudiados, el metal de ba

se considerado es Ag. cus constantes Opticas se tomaron de la
af. 14, La sbsorbancia solar se obtuvo integrando sobre el e

nectro solar AMI,

£a yt[lizaron las constantes Gpticas de depdsitos monocristall

mos de 51 y Ge a una temperatura de 300 K, dadas en las Refs.

iz vy 13.

Las capat antirreflectantas consideradas, excepto la dltima a

bulada, son de cuarto de onda para A=0,631 ym. Las constantes

Gpticas de ‘Sa'HZIE y SI N, se obtuvieron de la Ref, 7.

En este caso se tratg ﬁe un sistema de cuatrg capas antirreflec

‘tantes de cuarto de anda para A=0,65 ym y de i'ndicai. ny=! A%,

551-1,1!2, na-z,zn y n=2,79, propuesto por seraphin?!,
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1: Espectro de radiacifn solar AM! multiplicade por varios facto-
_ res de concentracidn (1, 10 y 40}, juntamente con los espec-

de radiacidn de cuerpo nearo [ley de Planck) para distintas tem-
Uras.
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& Reflectancia tedrica a 300 n de un sistema de muiticapas compuoes-
to por un semiconductar sobre Ag, con una (57 Hh:' v dos

=51 Hl‘.] capas antirreflectantes de cuarto de nndg para A=0,6% pm:

s Eerrl‘mnductnra de 57 de 2 um de espesor. Emtre 0,3 v 1 um se in=-

s por simolicidad, la envolvents de las oscilaciones de la curva de-

-2 afectos de interferencia;

jga semlcondpctora de Ge de 1 um de espesor,
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los concentradores an desarrollo en la CNEA se esperan alcanzar
‘#empraturas de 400-500 C con factores de concentracidn superfores a
=0, Pars estas condiciones:

se descarta probablemente al cromo negro por inestabilidad a la
temperatura de trabalo. De las otras dos alternativas estudia=-
« ninguna de ellas se destaca claramente. La superficia selecti-
Ws AMA presanta propiedades Opticas apropiadas, peroc los métodos de
(Fabricacion son complejos y costosos. Las superficles de S1 o Ge
obre Ag, presentan los siguientes inconvenientes: por um lado, no
canzan valores de absorbancia solar suficientemente elevados fin5
#alores mis altos para 51 sobre Ag citados en la bibliografia 16
W0 exceden 0,75); por otro lado, de los dos métodos de fabricacién
titados en este trabajo, e] de depbsito en fase vapor, que es pro-
gblemente el més atractivo para fabricacidn en sarie, se encuentra
en etapa de laboratorio.

desde el punto de wista econdmico, no e2 obvio deducir si1 el
aumento de eficiencia que se puede lograr con una superficie
=lectiva, por ejemplo, AMA respecto de uma pintura negra estable,
ustiflica la Inversidn requerida para su desarrollo v el aumento
produce en ] costo total del receptor en el cual s& Ya wtili-

s

llas futuras

Se efectuard una evaluacidn comparativa de las superficies ze-
Jas sstructuras antirradiantes, para el caso de los concentrado-
&= ocupa, tanto desde el punto de vista de la eficiencla, cuanto de
gldad de fabricacién de ambos sistemas.

Agradecemos al 5r. Rub&n Nicolds su estrecha participacitn du-
f @alaboracidn del trabajo asl como al Dr. Walter Scheuer por su acti-
cién en 1a discusidn de)l mismo. Asimlsmo, agradecemos a Ta Prof.

Romeroc la buena disposicidn con que nos asesord para asegurar la
archa de los programas.
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5-6 % sobre &! valor obtenlde con un sustrato de nigue! pulido ":'I-'. ma
ventaja adicional del sustrato rugeoso es gque la aha-u}rhan:!u solar o var
més lentamente en funci&n del &ngule de incidencia ™ Variando las cond
nes y el tiempo de depbsito, se pueden obtener tanto superficles con alg
selectividad como con alta |b§?rh.n:rl solar v menor salectividad. Ente
tas Oltimas, se pusden citar come valores caracterTsticos los slgu

aw0,95 (20 8 350C) , e = 0,2 (350 C) , espesor 0,15-0,18 um.

En€a¥¢s de establ!idad de muestras de cromo negro calentad
aire Indicaron disminuciones de la absorbancia solar: 2.5 % para 38
durante 120 h y 10 ¥ para 400 C durante 70 h (sin variacifn de la emits
térmica!. En alre o vaclo pobre, & temperaturas superiores a 450 C, oo
cromo se convierte en Cralqyel sustrato de niguel se oxida, deterioras
entonces |as propledades sajectivas de la superficie 3 . Esta s la
pal desventaja del cromo negro con respecto a las otras superficies “:_
vB5 conslderadas an pirrafos anteriores. Por el contrario, tlens la ore
venta |a de ser mis econbmico y de mis flell fabricacl&n en cantldades |
dustriales,

En la Flg. 6 se comparan las eficiencias (ecuacidn (7)) &=
cromo negro, una superficle selectiva AMA y una pintura negra a base de
Ergﬂ;. de gran establ|idad a alta temperatura.

En la Tabla 2 =& snumeran las propledades Gpticas de las B
cipales superflcies selectivas para alta temperatura.

6, Concluslonas

(1) La eleccién de una superficie selectiva apropiada depende fu s
talmente de la temperatura de operacidn v del factor de concs
cidn. 51 se desman lograr altas temperaturas de trabajo (OGS
con bajos factores de concentracibn es Imprescindible utiliza
perficies con altas selectividad; si se las obtiene, en camb
factores de concentraclén elevados (superiores a 40) es mis 0
tante una alta absorbancia solar.

{2) Para temperaturas de operaciSn menores que 350 C, se puede ut!
cualguiera de las tres superficies selectivas estudiadas en &
sente trabajo, siendo el cromo negro &l més atractivo, tanto |
el punto de vista econBmico como por sus propiedades &pti :

{3} En e! Intervalo.de temperatura 350-500 C, de las superficies |
dliadas, las estables son las de 51 o Ge sobre Ag v las de
Al304-Mo=Al503 sobre un sustrato de Mo. Con respecto al crom
gra, la informacién de que disponamos no s concluyente ace
la estabil ldad del mizsmo an &) intervalo 350-450 C: s& date
temperaturas superioras a 450 C.

®) a{75°)/ut0®) = 0,78 sustrato de nfquel pulido,
a{75°)/a(0") = 0,92 sustrato de nTque! rugoso.
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RFICIE SELECTIVA COMPUESTA POR A1,0,-Mo-Al G] LAMA ]

2
El sistema de multicapas AMA, construfdo por ewﬁquraciﬁn al va-
nicialmente disefade para aplicaciones espaciales ', en las gue

fveizan condiciones de operacifn a 860 C con factores de cencentracion
Entre las superficies selectivas para alta temperatura la de congti=
= 4MA es probablemente la més estable, ya que soporta g femperaturas
gres a 900 L sln detericrarse,
] Las capas de AlaDy-Ho-Alals, depositadas generalmente sobre un
o de Mo, tiemen propiedades selsttivas debide a la combinaciln de una
selactividad de! Mo con efectos de interferencia fptica producides
4 capa4. de dieléctrico. La capa central de Mo, de ﬁaEDﬂ.ﬁ, gt semi-
parente vy pusde ser descripta probablemente como Mol , ya que al depd-
realiza en una atmdsfera que contiene Os. Una superficie selectiva
tipo, con una longitud de onda de corte de aproximadamente 1,5 wm,
una absorbancia solar de 9,85 y una emitancia térmica de 0,32 3
L\D‘!1 & 500 C. Cambiando los espesores de las capas se puede lo-
ung alta absorbancia sobre todo el espectro solar hasta I um, pero
sumenta de la emitancia (a=0,95, €[ 350 €)=0,4).

No pudimos estudiar tedricamente la reflectancia en funcion de
nitud de onda de la superficie selectiva AMA por falta de datos de las
Fantes Spticas de peliculas delgadas de metal de distiptos espesores en

rervalo de longitudes de onda necesario. Calculamos las curvas de re-
1 eela del Mo macizo sin v con una capa de A]ED dedistintos aspesoras
P Eig. G5). 5¢ observa que el sustrato de Mo tiene escasas propiedades se-
Beas . gue aumentan, por efectos de Interferencia, al agregar una lamina
Jéctrice de espesor adecuado.

5i bien este tipo de superficie selectiva posee propiedades &p-
apropiadas v €5 & la vez muy estable a alta temperatura, los métodos
ericacifn actualmente conoecidos (por ejemplo, evaparacién al vacio) no
en atractiva desde &) punto de vista de produccidn masiva debido al
: costo v complejidad de aguéllos.

EROMO NEGRD

El cromado negro que Se USS tnrrcrc'.ialmenti-. en decoracidn vy ter-
Beion de superficies posee propledades selectivas 3 hAdemds, por ser de
eorriente en la industrla, constituye potenciaimente una superficie se-
%iya de bajo costo. Comsiste, bisicamente, en un depdsito efectrolitico
Peompuestos de cromo sobre un sustrato, usualmente de niguel, cobre o alu=-
2ic leste Glrime con un depdsito previo de una delgada pelTcula de niquel}.
‘d=pdslte estd compuesto por partTculas de cromo mezcladas con &xidos de

La relacidn entre dtomops de cromo v de oxTgeno varTa linealmenta a
= de |a capa, con la mas alts composicion de cromo en |a interfase
B0:1| vy la mds bajaen la superficie {1:1). Seqln la Ref. 9, el proceso de

arcidn se debe 3 gue las peguefias partfculas de cromo embebidas en la pe-
iciilz de Sxldo forman centros de absorcidn.

En lo que sigue nos limitamos a contiderar sustratos de niguel.

u superficie % rugosa, la absorbancia solar cel cromo negro auments



sistamas antirreflectantes compuestos por una, dos y cuatro capas (la mans
rfa de estas combinaciones fueron propuestas y analizadas an ia Raf, 6). E
cada caso obtuvimos, mediante computadora, la reflectancia en funcidn dal
longitud de onda v la absorbancia solar, para distintos espesores, Cantas
del semiconductor como de las capas antirreflectantes. Las constantes Op
cas de Si v Ge utilizadas en el calculo corresponden a8 una temparatura
300 K v fuergn extraldas de las Refs. 12 y 13 las constantes Optlcas ¢
Ag fueron obtenidas de la Ref. 14, Los cBlculos de ta absarbapcia soclar
realizaron Integrando sobre el espectro AM] dado en la Ref. 15 para varie
ingulos de [ncidencia hasta 60"; en este Intervalo, la absorbancia sol r
los sistemas de multicapas considerados &s practicamente [nvariante.
respecto a las capas antirreflectentes, utllizamos generalmente las
tantes Spticas de 5i0, y Si4My, obtenidas de la Re?. &.

Las Figs. 4.a ¥ 4.b muestran,respect ivomsnte, las curvas
reflectancia resul tantes en funcidn de la longltud de onda para una :
i de 2 ym y para una de Ge de 1 pm, ambas sobre Ag ¥ con una Y dos cass
antl rreflectantes. iumparand$]1a5 curvas correspondientes a & um de ii__
las calculadas por Seraphin se ghsarva un corrimiento de la longites
onda de corte de aproximadamente 0,2 - 0,3 pm hacia longltudes de onds
nores. En la Tabla 1 damos lo= valores de 1a absorbancia gue obtuvimos
varios slistemas de multicapas. Los rasultados para una {5[3H4} y dos £
(5104 vy 5i3Hq] antirreflectantes, parecen indicar gque 8n 12 practica &8
justifica utllizar ma8s de una de dichas capas. Todos los sistemas con
camente 5i come semiconductor resultan con uns baja absorbancia solaes
se debe a que el ancho da la banda prohiblda en &l 5] corresiponds & X
longitud de onda de 1,1 um, o sea bastante menor que (2 longitud de
corte Gptima {aproximadamente 2 um), Para lograr una absorbancia sols
conviene utilizar sistemas combinadas de S[ vy Ge, o diractamente da
tiene una energla de corte mis aproplada. Aun asi, los valores obtenl
son mayores que 0,8, '

Los valores experimantales de la absorbancia solar, para
versas temperaturas de operacién, cltades en la bibliografia (ver Ta
aleanzan valores mayoras gque los que obtuvimos tedricamente para deps
monocristal inos a T = 300 K {ver Tabla 1). Esto, entre otros efectos
deberse a la fuerte dependencia de las constantes Bpticas respecto e
pureza v demas caracterfstlicas del depdsito.

Este tipo de superficie selectiva se puede copstruir
poracién al vacio v por depdsito ean fase vapor. De estas dos técn|cas
Gltima puede ser en un futuro cercano la mas econdmica ¥, a la vezZ, ™
préctica para fabricacién de superficies en cantidades Industrialesss
técnlcas astln siendo estudiadas, enire otros, por el Optical Scienes
Center de la Universidad de Arfzona ©+7), donde se= comprobd que las
fFicies selectivas resultaniss son estable: hasta temperaturas de
nos E50 C. Mo sa ha desarrollade adn, zin embargo, |a tecnologia ness
para |s Fabricacién en serie y & costos aceptables de superficies S8
vas con las propledades Spticas apropladas gue su emplen reguiere.
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& tiande 3 un valar 1Tmite dado por la absorbancis solar n {ver ec.

En la Fig. 2 se dan las curvas de eficiencia en Funcion de la
@idzd incidente sobre el receptor para tres superficles selectivas, Se
o valores de Lemperatura de interés para generacion de electricidad
version fototérmica (Ty=250 £ , T,= 450 C€). Se ohserva que para dos

cies con igual valor de afz, la mds eficiente es aquella con mayor
ciz solar.

8a concluye,entonces, que la gleccl&n de ung superficie selec—

dsropiada depende fuertemente del factor de concentracifn. Para factos
| concentracitn mayores que 40 suele ser mds [mportante una alta ab-
la solar que una alts selectivicad.

Berficies selectivas pars alta temperatura

L Dadc que para la peneracibn de electricidad por conversifdn fa-
fica de energia solar es conveniente obtener un fluido a temperatura

B (40D 3 500 C), 'a superficie receptora debe ser estable a estas
ituras. 3.4
1 Muchas oe las superficies que aparecen en la bibiiografia ="'
gericran a temperaturas superiores a 250-330 €. De la evaluacién de la
Sci5n & nugstre disposicion, se destacan ssencialmente Cres superfi=
Eelectivas oara alts temperatura: 51 o Ge sobre Ag {Refs. 5-7), un

de multicapas compuesto por Ala03-Ho-Alalg {Refs. 4,8) y el denomi-
teomn negro'' (Refs. 3, a-11].

RIEONDUCTOR SOBRE METAL

_ Para este tipo de superficies selectivas se debe utilizar un
Bnductor opaco a la radiacion solar y transparente 2 la infrarroja. Su
8= banda prohibida debe estar entonces comprendido antre aproximada-
8.5 oV (2,5 wm) y 1,2 e¥ (1 pm). EV metal de base debe tener una alta
banc (s en &} Intervalo del espectro correspondiente al infrarrojo
De esta forma, el conjunto tiene uns alta absorbancia solar con
emitancia termica. }
Los semiconductores mas indlcados son 3.og (1,1 eV}, Ge (0,7

S (0,4 eV); el G1timo es el menos apropiada para ser utilizado como
Bente zolar, debido a que se descompone al ser expuesto & radiaclén wl-
pletz en presencia de oxTgeno, La plata es uno de los matales con alta
ancia mas cominmente utillzado. K Adem3s de los dos elementos basicos,
Beiconductor y un metal, existen = generalmente, por lo menos, Lres
=3z (ver Fig, 3). Las dos capas de, por ejemple, €ry0y no modifican
cialmente Tas propledades Gpticas del sistema, y son las encargadas
Bt=r 13 Interdifucidn entre capas vy la posible aglomeracion del metal,
eontrario, las capas depositadas sobre el semiconducter actldan como
e antirreflectante, aumentando las absorbancia solar del conjunto.
_ Memosz real izade un andlisis tedrica de distintas combinaciones
#Bles, usando &g como reflector, 51 o Ge como semiconductor ¥ distintos
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volumen de fluido laxbxdi), se obtlene una ecuacifn que relaciopa la va=
rlacidn de temperatura con el tiempo:

ah l:.! & dl dT-Istuu dl dl-attThﬂT:]adl dt, {3}

donde C. =% e] calor especifico del fluldo, &, su densidad, I_, la radia-
cién 5D?ar incidente, T, la temperatura del elemento de volumen y T, ia
temperatura equivalente de la atmisfera.

Integrando la ecuacidn (3) se cbtiene el tiempo que debe tars
dar un diferencial de volumen del flufdo en recorrer 21 receptor para que
su temperatura varfe desde T; hasta Tgs En primera aproximacion, despre=
ciando las variaciones de a, £, Cg ¥ § con la temperatura, se& obtiena:

At 1 1 TH+ T T
= 3 - lp ——— + arctgq — -
bﬁEE ETHUE 2 'H_TF TH
e T
1 4 i
- —1ln =—— = arctg = ; (L)
Z T Ti TH

donde T, &5 la méxima temperatura alcanzable que corresponde al fiuido
reposo  dentro del receptor Y estsé dada por: '

a Isg T b Lty
Tﬂz[? a +Ta] * (53

Por otra parte, el tiempo necesario para elevar la tempe
ra desde T; hasta Ty si se aprovechara totalmente la energia incldente

bre el receptor, estd dado por:

At " AT = Tf*T

L4
Rila — ok Te €

Teniendo en cuenta que para T; ¥ T_] fijos, Uy @ son in
mente proporcionales a At y At respectivamente, se tiene la siguiente
presidn para la eficiencia:

3
et e .1
& Ak

que se puede calcular utilizande las ecuaciones (4) v [B).

De la ecuscidn (5) se deduce que la minima intensidad
necesaria para alcanzar la temperatura final requerida depende de T
cociente afe ¥y no separadamente de a y £. La eficiencia, por el cos
depende de I, x L, T,, a y £ independientemente. En particular, para
temperatura de operacidn dada, y para valores de Iz x C muy altos,

208



1. Introduccidn

En la Comisidn Nacional de Energla AtSmica se estd desarrollas
do un programa de generac|én de electricidad por conversidn fototérmica de
la energia selar medlante e] uso de concentradores, con los gue se espera
slcanzar factores de concentracién superiores a 4D y temperaturas da ope

cidgn da 400 & 500 C.
El objeto del presente trabajo es analizar la conveniencia

utilizar superficles selectivas y las caracterfsticas qua &stas deban tens
para el sistema en desarrolle, frente a la complejidad que su fabricaciaa
puede presentar, dado el requerimiento de gstabllidad a alta temperatura.

7. Propljedades Bpticas de una superficie selectiva ideal

Una superficie selectiva idea)l debe tener una absorbancia
igual & uno en el intervalo de longitudes de onda correspondiente al _
tro solar, y una emitancia nula, o sea una absorbancia nula, an la zonsy
infrarrajo térmico a la temperatura de operacifn. Debido s la superposich
entre ambog espectros, no es posible lograr una absorcion total de la
diacién solar con ung emislén nula,ni siquiera en condiciones ideales,

Lz longitud de onda de corte optima A, estd definida por
: terseccidn de la curva espectral de fa radiacidn incidente (radiaciom
lar por Factor de concentracion t) con la curva de radiacidn de cuerpo
gro a la temperatura de trabajo (ley de Flanck). Depende, por lo tanteg
tres factores: el espectro de radiacifn solar, el factor de concentracH
la temperatura del receptor. En la Fig. 1 se muestran el espectro de Sl
cifn solar AM1 y los correspondientes a distintos factores de concentii
con 13 misma distribucién espectral, Juntamente con los de radiacibn S
cusrpo negro para distintas temperaturas. Para factores de concentracis
superiores a 30 y temperaturas de operacion menores gue 500 C, la lo
de onda de corte Gptima es mayor gque I um.

3, Superficies selectivas reales; figura de marito

Para estudiar las caracteristicas dpticas de una superf
selectiva real, se definen cominmente dos parametros

ABSORBANC |A SOLAR a: coclente entre la energfa total absorbida y ia
[ncldente.

EMITANC 1A TERMICA £: cociente entre la radiacidn total emitida por I&
parficie y la emitida por un cusrpo negro a la

temperatura.

tons | deremos una superfie plana que recibe un flujo de s
gfa Q, y que tiene una absorbancia solar o y una emitancia térmlca &
diante una eleccifn aproplada de las condiciones de operaciom, las @
das provocadas por conduccidn y convecc [6n Se pueden hacer desprech
respecto de las pérdidas por ref lexidn e irradiacifn. 51 suponemos oW
superficie estd & temperatura T en una atmbsfera a una temperaturas
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.2l balance de energia estd dado por:

Lr=-u'1—:::I{Tq'T3} . {1}

% la energla total por unidad de tiempo dispenible para realfzar

5¢ define 1 la eficiencia n de una superficie selectiva como:

Y _ <k
ML TP L i
0

Fidente de esta expresidn que la eficiencia de una superficie se-

S& puede expresar Onlcamente en funcién de! cociente afe, el

f @sarse, errdneamente, como flqura de mérito de la superficie,

WEcute en la seccidn siguiente, para una radiaci&n incidente v una

g¥= T, dadas, dicho cociente s8lo determina la mixima temperatura

&. Dado que n depende también de ¢ y T, variaciones de estas pari-
en definir la convenfencia de utiiizar una superficie u otra.

(2)

% de la eficiencla en funcldn de L, a, e y T

El analisis de la eficiencia en funcidn de C, o ,2 v T lo hemos

B para el caso de un concentrador con foco |ineal, pero considera-

@s conclusiones obtenidas son de aplicacidn mis general. Consldé-

i=fio de fongitud | y seccidn rectangular de ancho a y altura b, que

B receptor; la cara Inferior, sobre la que incide la radlacién,

j'lerta por una superficie con una absorbancia solar o ¥ una emi-

PEics E.

En un colector solar, el fluldo que circula dentro del recep-

= a temperatura constante. Por |lo tanto, las pérdidas por radia-

wariables a lo largo del receptor. Hemos calculado una eficlencia

perficie selectiva en estado estacionario, independiente de las

del fluido y del caPo, con las siguientes hipStesis:

grdidas por conducci8n y conveccién son despreciables,

=ctos de la conduccidn térmica a lo largo del receptor son des-
les,

moeratura en e receptor es sSlo funcién de una coordenada longi-

2l, o sea que es constante en toda seccidn transversal del recep-

2idas por radiacidn se producen por la cara inferfor del recep-

hipbtesis, haciendo un balance de energla para un diferencial de

fecesario definir una temperatura de cuerpo negro equivalente deb|-
= gus la atmdsfera no se encuentra a temperatura uniforme ¥ que,
2=, irradias s6lo en algunas bandas del espectro. De Ref, 1:

0,0552 T':3

aire "
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AMALISIS ¥ SELECCIOH DE SUPERFICIES SELECTIVAS
PARA TEMPERATURAS ELEVADAS

Jullo Duran®* y J.A.Moragues
Comisidn Wacional de Energfa Atdmica
Avda. de] Libertador 8250 - (1428} Buenos Aires

fin da alcanzar temperaturas de 400-500 C con elevada eficiencia
conversién de la radiacidn solar en energia térmica wtilizando
stradores en desarrolloc en la CHEA, se estudian difarentes alter-

jbles para disminuir las pérdidas por radiacifn en el receptor.

paso, se encard un andlisis de los distintes tipos de superfl-
ivas destinado a escoger las mis apropiadas, teniendo en cuenta
s=r estables a la temperatura de trabajo requerida. Asimismo, se
anilisis teSrico de algunos sistemas de multicapas gue se utl 1i-
construccidn de superficies selectivas, simulando su comporta-
computadora, obteniéndose en cada case la curva de raflexidn e&n
¢ | longitud de onda, come también la abosrbancia solar.

_attain temperatures of L00=500 C with high conversion efficiency
solar radiation into thermal energy using the concentrators being
&t the Argentine AEC, we are EtUdW[ngE&UErﬂl ways to decrease the
losses in the receptor. An analysis of the different types of
=surfaces has been started in order to [dentify the appropriate
have to be stable at the high working temperature required. A
| analysis of some multilayer systams used in the construction of
surfaces was performed by a computer simulation of ts behavior,
=flection curves as a function of the wavelength, as well as the
tance, were ohtalned,

de la Comisidn Nacional de Energia Atdmica

de la Carrera del Investioador del Consejfo Macional de Investi-
Cientfficas v Técnleas.
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